BSR 50
BSR 51
BSR 52

SILIZIUM - NPN - PLANAR -
DARLINGTON - TRANSISTOREN
fiir Schalteranwendungen

Mechanische Daten: —
Gehiuse: Kunststoff, SOT-54 8
MaBangaben in mm.
E
ysnoos'l.‘
—+4Umh——'3wwMa
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-] B2max fe— o,
Kurzdaten: BSR 50 BSR 51 BSR 52
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 60 80 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE = max. 45 60 80 V
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic M = max. 2 A
Gesamtverlustleistung bei SUg 25°¢C Ptot = max. 0,8 (1,0) w
Sperrschichttemperatur GJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung >
bei UCE =10 V, IC = 0,15 A B = 1000
bei Uy = 10 V, I = 0,5 A B 2 2000
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei IC = 0,5 A, IB = 0,5 mA UCE sat = 1,3 v
Transit-Frequenz
bei UCE =5V, IC = 0,5 A f’l‘ = 350 MHz
VALVO TRANSISTOREN 9.79
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BSR 50
BSR 51
BSR 52

Absolute Grenzwerte: (giltig bis 8 mx) BSR 50 BSR 51 BSR 52
Kollektor-Sperrspannung bei I = O: Ugp o = max. 60 80 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung: 1) UCE = max. 45 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = max. 5 i 5‘ \'Z
Kollektorstrom, Mittelwert: Ic Ay = max. 1 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 2 A
Basisstrom: IB " = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei eU§25°c: 2) P, ., = max. 800 mW
Sperrschichttemperatur: : 9 = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: &s = min. -65 °c
& = max. 150 °c

Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 2) Rth U g A 156 K/W

1,0 NI

Ptotmax A NG
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N
05 N
AN
-
Ny
‘ +—
0 11
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1) vgl. RBE max fiir thermische Stabilitdt

2) Ryu £ 125 K/W, wenn die Transistoren mit max. 3 mm langen AnschluBdrihten
auf Leiterplatten mit min. 10 mm x 10 mm groBen Kupferflichen f#ir die Kol-

; . . . < 959 i .
lektoranschliisse befestigt sind; Ptot max bei 8U 2 25°C ist dann 1 W

?387(? VALVO TRANSISTOREN



BSR 50

Eennwerte: bei 8 = 25°

Kollektor-Reststrom

bei I, =0, UCB =45 V: ICB

bei Iz =0, UCB = 60 Vs ICB

bei IE = 0, UCB = 80 V: ICB
Emitter~-Reststrom

bei IC =0, UEB =4V: IEB
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei Ic = 0,5 A, IB = 0,5 mA: CE

bei Ic = 1,0 A, IB = 1,0 mA: CE

bei Ic = 1,0 A, IB = 4,0 mAs UCE
Basisspannung

bei Ic = 0,5 A, IB = 0,5 mA: UBE

bei Ic = 1,0 4, IB = 1,0 mA: UBE

bei Ic = 1,0 4, IB = 4,0 mA: UBE
Gleichstromverstirkung

bei UCE =10V, Ic = 0,15 A: B

bei UCE =10V, Ic = 0,5 A: B
Transit-Frequenz

bei UCE=5V’ Ic=0,5A, fM= 35 MHz: fT
Schaltzeiten

bei ch= 0,54, IBX= -IBY= 0,5mAs tein

aus

MeB8schaltung fiir Schaltzeiten, = 0,5 A:
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BSR 50

BSR 51
BSR 52
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BSR 56
BSR 57
BSR 58

N - KANAL - SPERRSCHICHT - FELDEFFEKT - TRANSISTOREN
fiir Schalter und MeBzerhacker (Chopper)

G S
Mechanische Daten:
Gehduse: Kunststoff, SO0T-23,
23 A 3 DIN 41 869
-—— 3'0—.-
Stempel: BSR 56: M 4 28
BSR 57: M 8 0,15 19>
BSR 58: M 6 \7889 0,95,
MaBangaben in mm. /) a1 ! 2]
r‘ nex [S ] D 1t 2s
10°LA 10° O 1.2 max
max \ max 3 * ‘
l mJ\BOA: N “_vx':z 0321.7
mox ax QW:&
Draufsicht
Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung tUDS = max. 40 V
Gesamtverlustleistung bei SU é 65°¢C Ptot = max. 250 mW
Sperrschichttemperatur eJ = max. 175 °c

BSR 56 BSR 57 BSR 58

Drain-Source-KurzschluBstrom

: > 50 20 8 mA
bei Upg = 15 V, Ugg = 0 Iss < 200 80 mA
Drain-Source-DurchlaBwiderstand <
bei Uoo =0, I) =0, f =1 kilz ThS ein = 25 40 60 @
Ausschaltzeit g 25 50 100 ns
aus
nach ID = 20 10 5 mA

15 VAIVD



BSR 56
BSR 57
-BSR 58

Absolute Grenzwerte:

Drain-Source-Spannung: iUDS = maxX. 40 V
Drain-Gate-Spannung be:f.IS = 0: +UDG o = max. 40 V
Gate~Source-Spannung bei ID = 0s -UGS o = max. 440 Vv
Gatestroms IG = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei 6U b 65°C: 1) Pi,¢ = max. 250 mW
Sperrschichttemperatur: 8J = max. 175 °C
Lagerungstemperatur: QS = min. -65 °C
&S = max. 175 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und den Anschliissen: Bth J/A = 60 K/W
zwischen den Anschliissen
und den Létflichen des Substrats: , Ry A/s = 280 K/w
zwischen den Lgtfldchen und Umgebung: ) By s/u = 90 K/W
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm
300 50 21301075
tUps
Flotmax : Uogo:::
(mW) “UGs 0 max
v)
40
200
20 \
20
|
100 |
10
NEEEEEN A . \
00 50 100 150 9y(°C)200 0 50 100 150 3, (°C) 200
2.85
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BSR 56
BSR 57
BSR 58

Kennwerte: bei 8y = 25°C BSR 56 BSR 57 BSR 58
Gate-Source-Durchbruchspannung z
bei UDS = 0, -IGs =1 pA: -U(BR) s s ¢ 40 40 40 V
Gate—-Reststrom <
bei UDS = 0, -UGS = 20 V: -IGS s = 1 1 1 nA
Drain-Reststrom <
bei UDS = 15 V, _UGS =10 V: IDs v = 1 1 i nA
Dryin-Sousce Lursschludateon . > s w0 eow
DS ! UGS DS S < 200 80 mA
Gate-Source-Abschniirspannung > 4 2 0,8
. - o ’ v
bei UDS =15V, ID = 0,5 nA: UP < 10 6 4V
Drain-Source-DurchlaB8spannung <
bei UGS = 0 und ID = 20 mA: UDS ein ? 750 mV
und ID = 10 mA: UDS ein : 500 mV
uwnd I = 5 mA: Ups ein = 400 mv
Drain-Source-DurchlaBwiderstand <
bei Uge = 0, Ip =0, £ =1 kHa: 1S ein = 25 40 60 Q
Biickwirkungskapazitit
bei _UGS =10V, UDS =0 <
und £f = 1 MHz: 0128 = 5 5 5 pF
Schaltzeiten )
bei Ubat D= i0v, UGS =0 sowie ID = 20 10 5 mA
Verzdgerungszeit: td § 6 10 ns
Anstiegszeit: tr é 10 ns
Ausschaltzeit: t g 25 50 100 ns
aus
6.82
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BSR 60
BSR 61
BSR 62

SILIZIUM - PNP - PLANAR -

DARLINGTON - TRANSISTOREN C
- ffir Schalteranwendungen B
. T E
Mechanische Daten:
Gehiiuse: Kunststoff, SOT-54 vrTecasel
MaBangaben in mm.
[—— 12,7min —»{ 0048max
B 3T
(o er—c—— f
E en—  s——
™~ wenoezs
Kurzdaten: BSR 60 BSR 61 BSR 62
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE = max. 45 60 80 Vv
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = mex. 2 A
Gesamtverlustleistung bei 3U§25°C Ptot = max. 0,8 (1,0) w
Sperrschichttemperatur QJ = max. - 150 %
Gleichstromverstiérkung >
bei ~Up = 10 V, -I, = 0,15 A B PA 1000
. >
bei -Uop = 10 V, -I, = 0,5 A B 4 2000
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei —IC = 0,5 A, -IB = 0,5 mA —UCE sat = \1,3 1,3 1,4 IV
Transit-Frequenz . M
bei -UCE =5V, -Ic = 0,5 A fT = 350 MHz
VALVO TRANSISTOREN ' 9.79



BSR 60
BSR 61
BSR 62

Absolute Grenzwerte: (gililtig bis 8 max) BSR 60 BSR 61 BSR 62
K&llektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB ¢ = max. 60 80 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung: 1) -UCE = max. 45 60 80 vV
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = max. 5 ‘f 5‘ v
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC Ay = max. 1 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: -Ic M = max. 2 A
Basisstrom: -IB = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei Bng 25%C: 2) Ptot = max. 800 mW
Sperrschichttemperatur: $J = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: ss = min. -65 °c
OS = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 2) Rth U é 156 K/W
‘.0 VZ 739346
P, N
lot‘mnx NG
(w). u £
N
N7
h TW?*/
28] )
05 A
4
N
hN
N
N\ | |
0 I ‘
0 50 100 9y (*C) 150

1 . cqs
) vel. RBE max fiir thermische Stabilitdt

2) Bt § 125 K/W, wenn die Transistoren mit max. 3 mm langen AnschluBSdrihten
aug geiterplatten mit min. 10 mm x 10 mm groBen Kupferflichen fiir die Kol-

R : X 0, .
lektoranschliisse befestigt sind; Ptot max bei eU £ 25°C ist dann 1 W.

38749 ' VALVO TRANSISTOREN



Kennwerte: bei 0J = 25%

Kollgktor—keststrom‘ <
bei IE = 0, —UCB = 45 V: -ICB 0 :
bei IE =0, _UCB = 60 V: -ICB 0 ?
bei IE =0, -UCB = 80 V: -ICB 0 =

Emitter—-Reststrom <
bei Ic =0, -UEB =4V: —IEB 0o =

Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei -IC = 0,5 A, -IB = 0,5 mA: -UCE sat ?
bei —Ic = 1,0 4, -IB = 1,0 mA: -UCE sat ?
bei —Ic = 1,0 4, -IB = 4,0 mA: -UCE sat =

Basigspannung <
bei -Ic = 0,5 A, -IB = 0,5 mA: —UBE sat :
bei -Ic = 1,0 A, -IB = 1,0 mA: -UBE sat :
bei —IC = 1,0 A, -IB = 4,0 mA: —UBE sat =

Gleichstromverstﬁrkung. >
bei _UCE =10V, -IC = 0,15 A: B :
bei -UCE =10V, -Ic = 0,5 A: B =

Transit-Frequenz
bei -UCE=5V, -Ic=0,5A, fM= 35MHz: fT =

Schaltzeiten <
bei'-ch=0,5A, -IBx=+IBY=,0,5mA: tein :

aus =

MeBschaltung fiir Schaltzeiten, -ch = 0,5 As

+2,2V —{___J}—o-10Vv:
I l 18Q "

-38V 9kQ — Eingang
i

1uF 36kQ) 4
500 Ausgang
VF760|0(7_-1
< VF 7103101

50

50

1,3

1,6

'0.,'

tein

50

50
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1,6

1,9
2,2

1000
2000
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1,0
1,5

90%
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< < <
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us
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BSR 60
BSR 61

BSR 62

10000 1300398
—L_ >
9=25C 7
8 S 7
S D
() | 1 N
\'@ }"* //
1000 =
A | A\’ L/Z".\Q
iy AmEr S
W :
Z T 7ge -
/ c‘é
T
7 7
1000.01 0) ET)) 1
107 100 VF739313.1
Ree
y Maximaiwert von Ree | | A
@ fiir thermische Stabilitét
FUcg = 5V
fy =35MHz
,/
1
\ A0 TN
108 A 10 '
\
A
\\
A\
N
N
3 1
% 50 00 9,(C) 150 0 W ;a0
9.79 VALVO TRANSISTOREN



BSS 38

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOR
fiir Schalteranwendungen,

speziell zur Steuerung von Ziffern- und Zeichen-Anzeigerthren

Mechanische Daten:

Gehliuse: Kunststoff, SOT-54

MaBangaben in mm.

[*+—12.7min 0048max

OoOmm

—JL,Zmaxn—— —»| 52max [e— . o,

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 120 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE 0= max. 100 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 250 mA
Gesamtverlustleistung bei eU é 25°¢ Ptot = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur 8J = max. 150 °¢C
Gleichstromverstérkung S

bei Uop =1V, I, =4 mA B = 80 (£ 20)
Transit-Frequenz >

bei UCE =10 V, IC = 4 mA fT = 60 MHz
Ausschaltzeit <

bei ICX = 15 mA, IBX =‘-IBY =1 mA taus = 1 us

VALVO TRANSISTOREN 1.76
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BSS 38

~ Absolute Grenzwerte: (gliltig bis 8 max)

Kollektor-Sperrspannung bei I, = 0: Uep o = max. 120 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 100 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 5 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert (tav = max. 20 ms): Io 4y = max. 100 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 250 mA
Gesamtverlustleistung bei %U é 25°C: Ptot = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur: OJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: es = min. -65 °

9 = max. 150 °

. S
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 0,25 K/mW
500 < VH 739645
™N
Prot max N
(mW)
\\\\\
250 \\\
‘\\\<
N
N
0
0 50 100 3, (ec) 150

388
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Kennverte: bei oJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor Reststrom

BSS 38

bei Uop = 90 V, I =.0: ¢B o f 200 naA

bei Uy = 90 V, I =0, 8; = 150°C: cBo = 50  puaA
KolI?ktor-Emitter-neststrom o <

bei UCE =80V, UBE =0, 0J = 85 C: CE S = 20 uA
Emitter-Reststrom <

bei U =4V, Ic = 0: IEB : 200 nA

bei Upp = 4V, I, =0, 8, = 150°C: Lip = 50 A
Kollektor-Emitter-Restspannung <

bei Ic = 4 mA, IB = 0,4 mA: UCE sat : 0,7 \'s

bei Ic = 50 mA, IB = 15 mA: UCE sat = 3,0 v
Basisspannung <

bei Ic = 4 mA, IB = 0,4 mA: UBE sat = 1,2 v
Glei?hstromverstsrkung >

bei Upp =1V, I, = 4 mA: B = 80 (= 20)

bei Upp = 1V, I = 10 mA: B = 80
Transit-Frequenz >

bei UCE =10V, Ic = 4 mA, fM = 100 MHz: fT = 60 MHz
Koll?ktorkapazitxt <

bei UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 4,5 pF
Emitterkapazitit <

bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 17 pF
Ausschaltzeit <

bei ICX = 15 mA, IBx = -IBY =1 mA: tans = 1 us
MeBschaltung flir Ausschaltzeit
U1 = +10V
tp = 1 ps
VT = 0,01
Rg = 50 Q

VALVO TRANSISTOREN 3.73
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BSS 44
BSS 46

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL -
SCHALTTRANSISTOREN

Mechanische Daten:
GehZuse: Metall, JEDEC T0-39,
5 C 3 DIN 41873

Der Kollektor ist mit dem
Geh#use leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

g 0s8
max

——c——

—

66max 12,7m\in

VX 720033

Kurzdaten: BSS 44 = BSS 46
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 65 8 V
Kollektor~Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 60 80 V
Kollektorstrom -Ic = max. 5 A
Gesamtverlustleistung bei 3, $ 25% P,y = max. 5 W
Sperrschichttemperatur OJ = maXx. 2’00 °¢
Gleichstromverstirkung >

bei -UCE =2V, -Ic = 500 mA B & 30 25

. >

bei -UCE =2V, -Ic =2 A B & 40 30
Transit-Frequenz >

bei -UCE =5V, —Ic = 500 mA fT & 70 MHz

VALVO TRANSISTOREN %;]9



BSS 44

BSS 46

Absolute Grenzwerte: (giltig bis 8 Illml) BSS 44 BSS 46
Kollektor-Sperrspanmung bei IE = 03 —UcB o = max. 65 85 V
Kollektor-Emitter-Spexrspannung bei IB = 0: -UcE o = max. 60 80 V
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 03 -UEB o = maxX. 6 6 Vv
Kollektorstroms -Ic = max. 5 A
Gesamtverlusbleistung bei 8 < 25%: P, = max. 870 mW
bei 8, S 25%: P,y = maX. 5 L
Sperrschichttemperatur: O'J = max. 200 °c
Lagerungstemperaturs: os = min. -65 °¢
8 = max. 200 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 200 K/W
zwischen. Sperrschicht und GehHuses RByo6 < 35 K/W
6 D 731018 15 D 1310194
P tot max Plol max
w) X , (w)
N
4 1
A
N
N
N
N
2 05
N
N
A
0 0
0 100 ‘ 9¢(°C) 200 0 100 9y(°C) 200
6.79 VALVO TRANSISTOREN
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BSS 44

Kennwerte:

bei OU = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom *

BSS 46

BSS 44 BSS 46

bei IE = 0, -UCB = 60 V3 -ICB 0 % 500 nA

bei Ip =0, ~Up = 60 V, 8, = 100°C: Iz o = 200 pA
Kollektor-Emitter-Reststrom <

bei UBE = 0, —UCE = 60 V: -ICE s : 500 nA

bei Upp = 0, Uy = 60 V, 8 = 100°C: “Ip s s 200 pd
Emitter-Reststrom <

bei Ic =0, -UEB =5 Vs -IEB ° = 100 100 nA
Kollektor-Durchbruchspannung >

bei IE = 0, —Ic = 5 mAs -U(Bn) CBO = 65 85 V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung >

bei IB = 0, -Ic = 100 mA: -U(BR) CE 0 = 60 8 V
Emjtter-Durchbruchspannung >

bei Ic =0, -IE = 100 pA: -U(BB) EB® = 6 6 V
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei -Ic = 500 mA, -IB = 50 mA: -UhE sat z 0?1 A

bei -Ic =5 A, -IB = 0,5 A: -UCE sat = 1,0 1,4 V
Basisspannung

bei -I, = 500 mA, -I, = 50 mA: “Upe sat : 0,8 v

bei ~I = 5 4, -I = 0,5 A: “Upp gay = 116 1,6 Vv
Gleichstromverstirkung ) >

bei -UCE =2V, -Ic = 500 mA: B & 30 25

bei Upp =2V, ~I, = 2 As B = 70 (2 40) 68 (2 30)

bei -UcE =2V, -Ic =75 As B = 45
Trangit-Frequenz >

bei --UCE =5V, -Ic = 500 mA: fT B . 70 70 %Hz
Kollektorkapazitit ¢

bei -Uoy = 10 V, I = 0, £ = 1 MHz: ¢, = 90 (= 150) pF
Emitterkapazitit

bei -UEB = 0,5V, Ic =0, £f =1 MHz: Ce = 700 pF
Schaltzeiten siehe nichste Seite

VALVO TRANSISTOREN 6.79
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BSS 44

BSS 46

Kennwerte, Fortsetzungs bei 3U = 25°%

BSS 44

Schaltgeiten

bei -Ioy ~ 500 mA, -I . = +Io, ~ 50 mA (‘Ubat c =20V, B =39 Q):
Einschaltzeit: tein = 80 ns Ausschaltzeits taus = 450 ns
BSS 46

Schaltzeiten

bei -Ioy ™ 1 A, =Ipy = +Ig, ™~ 50 mA (-ubat c=20V, B =20 Q):
Einschaltzeit: tein s 0,3 pus Ausschaltzeit; taus S 1,0 ps

:6;9749 VALVO TRANSISTOREN



SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOR

fiir Schalteranwendungen,

BSS 68

speziell zur Steuerung von Ziffern- und Zeichen-Anzeigerdhren

-

Mechanische Daten:

Geh#use: Kunststoff, SO0T-54

Mag8angaben in mm.

f— 12.7min —» Ii 048max
r———— f
ve— | ev——
Ve 12022
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 110 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = mex. 100 Vv
Kollektorstrom —IC = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei sU é 25° Ptot = max. 500 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung S
be} -UCB =51V, IE = 25 mA B = 30
Transit-Frequenz ) s
bei -UCB =5V, IE.= 25 mA fT = 50 MHz

VALVO TRANSISTOREN
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BSS 68

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB o = max. 110 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Rpp = 10 kQ: -Uog p = mex. 110 V

bei IB = 0: -UCE o = mex. 100 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o0 = max. 6 V
Kollektorstrom: -IC = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung bei &U é 25°C: Ptot = max., 500 mW
Sperrschichttemperatur: 3J = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: %S = min. -65 °C

8 = max. 150 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rin U N 0,25 K/mW
500 < vHngg
N
Ptot max N
(mW)
A
‘\\\:\
250 \\a
h
\\\\\
N
-
0
0 50 100 3, toc) 150

—
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BSS 68

Kennwerte: bei eJ = 2500, sofern nicht anders angegeben

Kollektor~Reststrom o <
bei -UCB = 100 V, ip=0, $; =T70°C: -ICB 0 = 10 nA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei -Ic = 25 mA, -IB = 2,5 mA: -UCE sat = 250 mV
Basisspannung <
bei -IC = 25 mA, -IB = 2,5 mA: -UBE sat = 900 ‘ mV
Gleichstromverstirkung S
bei -U =5V, I, =10 mA: B = 30
CB E N
bei -UCB =51V, IE = 25 mA: B = 30
Transit-Frequenz N
bei —UCB =51V, IE = 25 mA, fM = 35 MHz: fT = 50 MHz
KollektorkapazitHt <
bei -UCB =10V, IE =0, f =1 MHAz: C, = 5 pF
100 vz 731043
“leao a
(nA ~Ugp=100V
o 11U/
y A
4
1
y 4
y
] /
y A
V4
01
o 0 50 100, () 150
VALVO TRANSISTOREN 3.73
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VZ 73 1044
100 T TIIH
. T
| |-Uce=5V
19, 7= 250C ! ~
75
A\
l,
50
]

2%

0

00! ol 1 0 -f (ma) 100
100 T T T Bl
fr RN = T

~Ucg= 5V
(MHz) fu s 35 MHz
% 9) =25°C
l'
»
50 7
Y

25

0

(Y] 1 0 - (ma) 100
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Symmetrischer
N - KANAL - MOS - FELDEFFEKT - SCHALTTRANSISTOR,
Anreicherungstyp (en.hancement), mit Schutzdioden

BSS 83

D
123 B
Mechanische Daten: G I S
Gehduse: Kunststoff
S0T-143 7287625A
Stempel: M 74 ' 3.0
MaBangaben in mm 28
0,15 19+
0,09
\7/\ 6 3]
ol —é | [J 14 215
max 22,
10°F_ 00 LS i B 1.2 max
max max 7 ‘
o
1‘1—,\/ _h+|0 ,10‘_
max 30° 0885, 0482,
max v .
L_” VX 72 0323.5
Draufsicht
Kurzdaten:
Drain - Source - Spannung UDS = max. 10 V
Drainstrom, Mittelwert ID Ay = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei 9U§ 25°%C P ¢ =max. 230 mW
Kanaltemperatur SK = max. 125 °¢
Drain - Source - Reststrom <
bei UDS = 6,6 V und UGS = UBs =-2V IDS v = 10 nA
DurchlaBwiderstand <
bei ID = 100 pa, UGS =10 V, USB =0 TDS ein = 45 Q
Schaltzeiten
bei UDD =10 V, UI =5V tein = s ns
aus = ’ ns
2.85
539



BSS 83

Absolute Grenzwerte:

Drain - Source - Spannungs: UDS = max. 10
Source - Drain - Spannung: USD = max. 10
Drain - Substrat - Spannung: UDB = max. 15
Source - Substrat - Spannung: USB = max. 15
Drainstrom, Mittelwert: I = max. 50
< o0 1 D Av
Gesamtverlustleistung bei 9 2 25°C: ) P, = max. 230
Kanaltemperatur: &K = max. 125
Lagerungstemperaturs es = min. =65
%S = max. 150
Wirmewiderstand:
zwischen Kanal und Umgebung: 1) Ry £ 430
1) Transistor auf Keramik-Substrat vonr 8 mm x 10 mm x 0,6 mm
100 VZ 73 01330
Plolmx
(mw)
200 I
.
N
\‘
- IN
100 g
o
N
~
0
25 50 75 100 9, (<C) 125

Qo O
OOQQE:E<<<<



Kennwerte: bei 8, = 25°%C

i)
Drain - Source - Durchbruchspannung

bei UGS = UBS =<5 V und ID = 10 nA:

Source - Drain - Durchbruchspannung

bei UGD= BD=—5Vund IS=1011A3

Drain - Substrat - Durchbruchspannung
bei U =0, I =10 nA und I_ = O:

GB D S
Source -~ Substrat - Durchbruchspannung
bei UGB=0' IS=10nA\md ID=0:

Drain - Source - Reststrom
bei UGS = UBS = -2 V und U

Source - Drain — Reststrom
~ bei UGD = UBD = ~2 V und USD = 6,6 Vi
Gate - Source - Abschniirspannung

fiir ID = 1 pA bei UDS = Usgr Ugy

Drain - Source - DurchlaBwiderstand

Ds =

bei ID = 100 pA und UGs =5V, USB = 0:
und UGS =10 V, USB = 0:
und UGs = 3,2V, USB = 6,8 V:
Vorwértssteilheit
bei UDS =10V, USB = 0, ID = 20 mA, f = 1 kHz:
Kapazitidten
bei UGS=UBS=—15V, UDS =10 V und f = 1 MHz:
Eingangskapazitdts
Ausgangskapazitidt:
Riickwirkungskapazitdt:
Schaltzeiten
bei UbD =10 V, UI =5 Ve Einschaltzeits:

Gate - Substrat - Z — Spannung (Schutzdioden)
bei UDB = USB =0, —IG = 10 pA:

bei UDB = USB =0, +IG = 10 pA:

BSS 83

2
U(er) Ds v =

2
U(BR) spv =

U(BR) DB 0
U(sr) sB 0

Ips v

DS ein
DS ein

DS ein

ly2lsl

Q

11s
C22s
ClZs

t .
ein

t
aus

-Uz ¢B

+U; 6B

A

A

ANV

[ ZaN [ PaN

8o (S

15 (2

v

10

10

15

15

10

10

[\ =]
. -
(=

70
45

1,5
1,0
0,6

1,0
5,0

12,5
12,5

10)

<< g g <

Lol o]

120) Q

mS

pF
pF
pF

ns

ns

v
v

10.84
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BSS 83

MeBschaltung fiir Schaltzeiten:

90% L 90%
Eingang
U 500 0,1 uF "
DD LO 10% 10%
6309 | et tee e
t — —
== “ein taus
U
I 90 % 20%
son Ausgang
7287623 10% 0%
7287626
Pulsgenerator: VT < 0,01 tr < 0,5 ns Ri =50 Q

tp = 20 ns tf < 1,0 ns

7292670 7292667

[ Teee] ] Y [
| YUgs=—— +—t }
Ip 10V 65V 4V |3V 2V Ip |Ugg=10V 5V| |4V| 32V
(mA) [ 1/ it (Al JAVAW A3V
[1/ A [ | / A
08 08
4 VAV.W. BV
o iiyava
sB =
// // Jk =25°C 7 < Usg= 68V
04—y A 0,4 / ,/ I = 25°C
/D4 | YA/
W /¥4 _lav
Y/ 4+
0 0
° %0 Upseintmv) 100 ° 0 80ua5ein(mv)1m
2.85
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60 7292666
| ] Use=l L]
o UGS'4.5v 0K=25 C
(mA) ) / _lav
/
40 / 35V
| )= —13Vv
— 25V
20 ////r
LT 2_!_
o —_.—‘——_—‘
0
0 4 8 upgiv) 12
50 7292668 12 i | 7292669
| |
(mA) Uge= 10V / o s [338
w020 / (mA) a[['[]
3, =25°C / D"’/ 111
/ 8
30 Ups =Ugg=Ut [ II
/ d =25°C / ‘/I
. i
] 1]
[ ][]
10 JAvI)
B 71/
0 0 >4
0 2 Ugs (V) 4 0 2 Ur(v) 4
2.85
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